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ei nricht ld Lt g g@gpsel enment (16) bei nhal tet, das zw schen
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geschal tet ist. Revendlcatlons 1. Agengenent de circuit integre |
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t ransi st ¢t6) héihaitkt,alas ewischérl ddm Ejpgabpary ecevoir | e- dit signal d entrde ; et un
circguit dehlysrOt)ewtdi dem Binvtartendists (B¢ hase- gos 6l ectrostati ques conprenant ;
un ﬁvﬁengbécmltﬂédr (1 5A) coupl 6 audit transistor MOS 35 d'entree (12) et
reagi ssant ta un potentisl de r6glage de seuil donne (Vb), pour limter, a
un seuRevendieations ¢, I e pot entiol electrostatique appli- que & la grille

dudit transistor ent ree (12). ledit seuil 4tant variable en fonction
dudit *4de '@?ﬁ‘fF‘%F'fcd'é' "E@d%%uﬁs donnd (Vb), caract6risé en ce quo
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(12), ledit seuil étant variable en fonction dudit 40
potentiel de réglage de seuil donné (Vb),
caractérisé en ce que ledit moyen limiteur
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entre la grille dudit transistor MOS d'enirée 45
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2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ledit potentiel de réglage de seuil
donné (Vb) correspond & un potentiel de sour-
ce d'alimentation dudit dispositif & semi-
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3. Dispositif selon la revendication 1, caraciérisé
en ce que ledit potentiel de réglage de seull



